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(57) Abstract: The invention concerns a method for making a substrate adapted to be used

in the field of electronics, optoelectronics and optics, characterized in that it includes at least

20 the following successive steps: a) depositing on a donor substrate (1) an insulating layer (2)
whereof the thickness is not less than 20 nm and whereof the roughness is not less than 3

\‘ angstroms RMS, for a sweep of 2 um x 2 pm; b) smoothing treatment (SP) of the free surface
T+ + + +4 (20) of said insulating layer (2), using a gas plasma, formed in a chamber under gas pressure

[N_ o higher than 0.25 Pa, said plasma being generated by means of a radio frequency RF generator,
which enables said insulating layer (2) to be imparted with a power density higher than 0.6
/\ 1 W/cm the duration of said smoothing treatment being not less than 10 seconds; ¢) forming a

weakened zone (10) by implanting atomic species, inside said donor substrate (1), to delimit
therein a so-called "active" layer (11) and a residue (12).

(57) Abrégé : Linvention concerne un procédé de fabrication d'un substrat apte 2 étre utilisé dans les domaines de 1'électronique,
I'optoélectronique et 'optique, caractérisé en ce qu'il comprend au moins les étapes suivantes, réalisées dans cet ordre : a) le dépdt, sur
un substrat donneur (1), d'une couche d'isolant (2) dont I'épaisseur est supérieure ou égale a 20 nm et dont la rugosité est supérieure
ou égale a 3 angstroms RMS, pour un balayage de 2 um x 2 um, b) traitement de lissage (SP) de la surface libre (20) de cette couche
d'isolant (2), en utilisant un plasma gazeux, formé dans une enceinte sous une pression de gaz supérieure a 0,25 Pa, ce plasma étant
créé a l'aide d'un générateur de radiofréquences RF, qui permet d'appliquer a ladite couche d'isolant (2), une densité de puissance
P~ supérieure a 0,6 W/cm , la durée de ce traitement de lissage étant d'au moins 10 secondes, ¢) formation d'une zone de fragilisation
(10) par implantation d'especes atomiques, a l'intérieur dudit substrat donneur (1), pour y délimiter une couche (11), dite "active" et

O un reste (12).
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